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摘要(译)

要解决的问题：提供用于薄膜晶体管液晶显示器件的栅极驱动器的单端
高压电平移位器，其可以进一步减小栅极驱动器的芯片面积，从而显着
降低制造成本。栅极驱动器IC。解决方案：单端高压电平转换器包括高
压电源VDD，低压电源VSS，第一低压NMOS晶体管M7，高压NMOS晶
体管M2和第一高电压电压MOS晶体管M1。在第一低压NMOS晶体管M7
的栅极施加输入信号。高压NMOS晶体管M7的源极连接到低压电源
VSS。高压NMOS晶体管M2具有在其栅极施加的第一参考电压。高压
NMOS晶体管M2的源极连接到第一低压NMOS晶体管M7的漏极。第一高
压PMOS晶体管M1具有施加在其栅极的第二参考电压。第二参考电压使
高压PMOS晶体管M1保持在导通状态。高压PMOS晶体管M1的漏极连接
到高压NMOS晶体管M2的漏极。
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